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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
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Partie 5-4: Dispositifs optoélectroniques —
Lasers a semiconducteurs

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes internationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Publications de la'CEl"se présentent . sous la/forme 'de recommandations/internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu(téchnique(de:sés(publications] |a CEl ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un-quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager 'uniformité internationale, les. Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente-les—Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales.sToutess.divergences” entreitoutesc Publications)-de /la?CEl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantescdoivent étre indiquées /en(termes clairs dans ces derniéres.

La CEIl n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60747-5-4 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs
discrets a semiconducteurs, du comité d’études 47 de la CEl: Dispositifs a semiconducteurs.

Cette premiére édition de la CElI 60747-5-4 a été élaborée par extraction des éléments
applicables aux diodes lasers issus de la CEI 60747-5-1, de la CEIl 60747-5-2 et de la CEI
60747-5-3, y compris leurs amendements. De plus, elle est partiellement basée sur la CEl
60747-5: 1992.

Elle doit étre lue conjointement avec la CEI 62007-1 et la CEI 62007-2.



60747-5-4 O IEC:2006 -5-

1

9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES -

Part 5-4: Optoelectronic devices —
Semiconductor lasers

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have ‘the form of’' recommendations'for international’ use"and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cann6t| bé [field :fesponsible for [thé) way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC._National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible“in—their-mational and regional publications. Any divergence
between any IEC Publicationiand the“corresponding nationallor’'regional /publication'shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-5-4 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete
semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This first edition of IEC 60747-5-4 comprises laser diode relevant items taken from IEC 60747-

5-

1, IEC 60747-5-2 and IEC 60747-5-3, including their amendments. In addition, it is based

partially on IEC 60747-5:1992.

It should be read jointly with IEC 62007-1 and IEC 62007-2.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47E/292/FDIS 47E/294/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La liste de toutes les parties de la série CEIl 60747, présentées sous le titre général Dispositifs
a semiconducteurs — Dispositifs discrets, peut étre consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;

s supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47E/292/FDIS 47E/294/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all parts of IEC 60747 series, under the general title Semiconductor devices —
Discrete devices, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the
data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
DISPOSITIFS DISCRETS -

Partie 5-4: Dispositifs optoélectroniques —
Lasers a semiconducteurs

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60747 couvre la terminologie, les valeurs limites et les caracté-
ristiques essentielles ainsi que les méthodes de mesure pour les lasers a semiconducteurs.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour [l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 62007-1: Dispositifs optoélectroniques a semiconducteurs pour application dans les
systemes a fibres optiques — Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

CEI 62007-2: Dispositifs “optoélectroniques  a semiconducteurs pour application dans les
systemes a fibres optiques — Partiet2; Méthodes de:mesure

ISO 11145: Optique et instruments d'optique — Lasers et équipements associés aux lasers —
Vocabulaire et symboles

ISO 11146-1: Lasers et équipementsiassociés-aux/lasersMéthodes d'essai des parametres
des faisceaux laser — Largeurs du faisceau, angle de divergence et facteur de propagation du
faisceau — Partie 1: Faisceaux stigmatiques et astigmatiques simples

ISO 11146-2: Lasers et équipements associés aux lasers — Méthodes d'essai des parametres
des faisceaux laser — Largeurs du faisceau, angle de divergence et facteur de propagation du
faisceau — Partie 2: Faisceaux astigmatiques généraux

ISO 11146-3: Lasers et équipements associés aux lasers — Méthodes d'essai des parametres
des faisceaux laser — Largeurs du faisceau, angle de divergence et facteur de propagation du
faisceau — Partie 3: Classification intrinséque et géométrique du faisceau laser, propagation et
détails des méthodes d'essai (Rapport Technique)

ISO 11554: Optique et instruments d'optique — Lasers et équipements associés aux lasers —
Méthodes d'essai de la puissance et de ['énergie des faisceaux lasers et de leurs
caractéristiques temporelles

ISO 11670: Lasers et équipements associés aux lasers — Méthodes d'essai des parametres du
faisceau laser — Stabilité de visée du faisceau

ISO 12005: Lasers et équipements associés aux lasers — Méthodes d'essai des parametres du
faisceau laser — Polarisation

ISO 13694: Optique et instruments d'optique — Lasers et équipements associés aux lasers —
Méthodes d'essai de distribution de la densité de puissance (d'énergie) du faisceau laser

ISO 13695: Optique et instruments d'optique — Laser et équipements associés aux lasers:
Méthodes d'essai des caractéristiques spectrales des lasers

ISO 17526: Optique et instruments d'optique — Lasers et équipements associés aux lasers —
Durée de vie des lasers
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
DISCRETE DEVICES -

Part 5-4: Optoelectronic devices —
Semiconductor laser

1 Scope

This part of IEC 60747 deals with the terminology, the essential ratings and characteristics as
well as the measuring methods of semiconductor lasers.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references the latest edition of the
reference document (including any amendments) applies.

IEC 62007-1, Semiconductor optoelectric devices for fibre optic system applications — Part 1:
Essential ratings and characteristics

IEC 62007-2, Semiconductor optoelectricdevices. for fibre optic system applications — Part 2:
Measuring methods

ISO 11145, Optics and optical instruments = Lasers and laser related equipment — Vocabulary
and symbols t i

ISO 11146-1, Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam widths,
divergence angles and beam propagation ratios — Part 1: Stigmatic and simple astigmatic
beams

ISO 11146-2, Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam widths,
divergence angles and beam propagation ratios — Part 2: General astigmatic beams

ISO 11146-3, Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam widths,
divergence angles and beam propagation ratios — Part 3: Intrinsic and geometrical laser beam
classification, propagation and details of test methods

ISO 11554, Optics and optical instruments — Lasers and laser-related equipment — Test
methods for laser beam power, energy and temporal characteristics

ISO 11670, Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam parameters -
Beam positional stability

ISO 12005, Lasers and laser-related equipment — Test methods for laser beam parameters —
Polarization

ISO 13694, Optics and optical instruments — Lasers and laser-related equipment — Test
methods for laser beam power (energy) density distribution

ISO 13695, Optics and photonics — Laser and laser-related equipment — Test methods for the
spectral characteristics of lasers

ISO 17526, Optics and optical instruments — Lasers and laser related equipment — Lifetime of
lasers
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3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1 Concepts physiques

a) Rayonnement (électromagnétique); radiation (électromagnétique) (VEI 845-01-01)
b) Rayonnement optique (voir VEI 845-01-02)
c) Rayonnement visible (VEI 845-01-03)

NOTE Il n’y a pas de limites précises pour le domaine spectral du rayonnement visible; ces limites dépendent du
flux énergétique qui atteint la rétine et de la sensibilité de I'observateur. La limite inférieure est prise généralement
entre 360 nm et 400 nm et la limite supérieure entre 760 et 830 nm.

d) Rayonnement infrarouge (voir VEI 845-01-04, spécialisé)

e) Rayonnement ultraviolet (voir VEI 845-01-05, spécialisé)

f) Lumiere (VEI 845-01-06, sans la Note 2 qui n'est pas applicable)
— Lumiére percue (VEI 845-02-17)
— Rayonnement visible (VEI 845-01-03)

3.2 Types de dispositifs — Laser a semiconducteurs (diode laser)

Diode a semiconducteurs qui émet un rayonnement optique cohérent par une émission
stimulée résultant de la recombinaison d'électrons libres et de trous lorsqu'elle est excitée par
un courant électrique de valeunsupérieure au courant de'seuil de'la'diode.

NOTE La diode laser est montée sur‘uné embase ou dans un’ boitier avec ou sans moyen de couplage (par
exemple, lentille, fibre amorce).

3.3 Termes généraux

3.3.1
axe du faisceau

(voir 1ISO 11145)

3.3.2

acces optique

configuration géométrique référencée a un plan extérieur ou une surface extérieure du
dispositif et destinée a spécifier le rayonnement optique émis par un dispositif émetteur

NOTE Il convient que la configuration géométrique soit spécifiée par le fabricant a I'aide de paramétres
géométriques, par exemple:

— position, forme et taille de la zone émettrice,

— angle d'émission ou de réception,

— autres parametres, tels que: ouverture numérique de la fibre optique,

— orientation de I'axe optique.

Exemple:

Signification des annotations dans les figures:

a = angle de réception ou angle d'émission
@ = acceés optique de diameétre D
Réf. = lieu de référence pour la définition de I'accés optique
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3 Terms and definitions
For the purpose of this document, the following terms and definitions apply.

31 Physical concepts

a) (Electromagnetic) radiation (IEV 845-01-01)
b) Optical radiation (see IEV 845-01-02)
c) Visible radiation (IEV 845-01-03)

NOTE There are no precise limits for the spectral range of visible radiation since they depend upon the amount of
output power available and the responsivity of the observer. The lower limit is generally taken between 360 nm and
400 nm and the upper limit between 760 nm and 830 nm.

d) Infrared radiation (see IEV 845-01-04, specialized)
e) Ultraviolet radiation (see IEV 845-01-05, specialized)
f) Light (IEV 845-01-06, without Note 2 which is not relevant)

—  Perceived light (IEV 845-02-17)

— Visible radiation (IEV 845-01-03)

3.2 Types of devices'- Semiconductor laser (laser diode)

Semiconductor diode that emits coherent optical radiation through stimulated emission
resulting from the recombination of free electrons andrholesywhen an electric current exceeds
the threshold current of the diode.

NOTE The laser diode chip is mounted on a submounttor inta’package with or without coupling means (e.g. lens,
fibre pigtail). 3 >

3.3 General terms

3.3.1
beam axis
(see ISO 11145)

3.3.2

optical port

geometrical configuration, referenced to an external plane or surface of the device, that is used
to specify the optical radiation emitted from an emitting device.

NOTE The geometrical configuration should be specified by the manufacturer by means of geometrical information,
e.g:

— location, shape and size of the area of emission,

— angle of emission or acceptance,

— other parameters, e.g. numerical aperture of optical fibre,

— orientation of beam axis.

Example:

Signification of annotations in the figure:

a = acceptance angle or emission angle
% = optical port with diameter D
Ref. = reference locus for the definition of the optical port
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Dispositifs sous boitier

y Réf.:
Encombrement du boitier Encombrement
e du boitier

4

-

Figure 1 — Dispositif avec fenétre mais sans lentille

» %
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3.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques essentielles

3.4.1
temps de commutation

NOTE Les valeurs limites spécifiées inférieure et supérieure mentionnées dans les définitions 3.4.1.1 a 3.4.1.6
sont généralement égales a 10 % et a, respectivement;;90 % dellamplitude des impulsions (voir Figure 3).

3.411
temps de croissance
tl’
(voir ISO 11554)

3.4.1.2

temps de décroissance
I

(voir ISO 11554)

NOTE La version actuelle de I''SO 11554 ne donne pas de définition pour le temps de décroissance. Pour
I'instant, il convient de se reporter aux descriptions de la Figure 2 tant que la version compléte de la définition du
temps de décroissance n'est pas fixée dans I’ ISO 11554.

3.41.3

temps de retard a I'établissement
{d(on) o , . : e
intervalle de temps entre le moment ou le signal électrique d'entrée atteint un niveau spécifié
(sauf indication contraire 10 %) et le moment ou le signal optique de sortie atteint un niveau
spécifié (10 % de la valeur maximale continue sauf indication contraire)

3.41.4

temps d'établissement
ton

intervalle de temps entre le moment ou le signal électrique d'entrée atteint un niveau spécifié
(sauf indication contraire 10 %) et le moment ou le signal optique de sortie atteint un niveau
spécifié (90 % de la valeur maximale continue sauf indication contraire)

lon = td(on) +1
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Packaged devices

y Ref.: Package
Package outline outline
~

4

Figure 1 — Device with window but without lens

» %
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3.4 Terms related to ratings and characteristics

3.4.1
switching times

NOTE The specified lower and upper limit-values‘réferred to’in"3:4.1.1%0"3.4.1.6 are usually 10 % and 90 % of the
amplitude of the pulses (see Figure 3).

3.411
rise time
tr

(see ISO 11554)

3.4.1.2
fall time
t

f
(see ISO 11554)

NOTE In the most recent edition of ISO 11554, there is no definition regarding fall time. For the time being, the
descriptions of Figure 2 should be referred to until the complete version of fall time definition is fixed in ISO 11554.

3.41.3

turn-on delay time

Id(on)

time interval between the instant the electrical input signal reaches a specified level (10 %
unless otherwise stated) and the instant the optical output signal reaches a specifies level
(10 % of the steady-state maximum unless otherwise stated)

3.41.4
turn-on time
ton

time interval between the instant the electrical input signal reaches a specified level (10 %
unless otherwise stated) and the instant the optical output signal reaches a specified level
(90 % of the steady-state maximum unless otherwise stated)

lon = td(on) * i
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